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１．概要（Summary） 

集積回路の信頼性は重要であり，その実測評価も重要

である．信頼性を悪化させる要因の 1 つである経年劣化

を抑制するために試作した集積回路の配線を修正する．

FIB により，金属配線を接合することで，回路に搭載され

たスターブ型リングオシレータの発振周波数を実測評価

する． 
 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 ・集積回路パターン微細加工(FIB)装置 V400ACE 
【実験方法】 

つながっていない金属配線を FIB により接続する．修

正した試作回路が正常動作することを FPGA により動作

確認し，試作回路を用いてリングオシレータの周波数を実

測する．65 nm プロセスの試作回路であり，4 層目と 7 層

目にある電源線の金属配線を接続する． 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
修正する前は正常動作しなかったが，FIB を用いた修

正により，試作回路に搭載したシフトレジスタの値が期待

値通りに出力されることを確認した．これにより，FIB によ

る金属配線接続が正しく行われたことを確認した．Fig. 1
に FIB 加工後の SIM (Scanning Ion Microscope) 像
を示す．接続されていなかった金属配線が接続されてい

る． 
回路に搭載したスターブ型リングオシレータの発振周

波数の経年劣化を測定することで，搭載した回路が経年

劣化を抑制できることを確認した．  
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Fig. 1：SIM image of the chip after FIB fabrication．
Metal wires of M4 and M7 are boded each other. 
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